VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 




An: 

DR. WEITZEL & PARTNER 

Friedenstrasse 10 

D-89522 Heidenheim 
ALLEMAGNE 



Elngang 
Dr. Weitze! & Partner 

2 h. Nov, 2003 



RL: 

Endtermin:. 



. VT: 



PCT 



mitteilung uber die ubersendung 
des internationalen vorlaufigen 
prOfungsberichts 

(Regel 71.1 PCT) 



'Aosjendedatum 
agAdonaWahr) 



21.11.2003 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwaits 
P 15413WO 



W1CHTIGE MITTEILUNG 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP02v09107 



Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
14.08.2002 
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16.08.2001 
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1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCTyiB>301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diesc 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. 
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten 
Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nui 
fur die intemationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen** kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordemisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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Fax: +31 70 340-3016 
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(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
P 15413WO 


WFITPRP^ VHRrFMPN siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
vvci i cmco vunucnciM vortaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/1PEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP02/09107 


Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
14.08.2002 


Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
16.08.2001 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C03C19/00 


Eingang 

Dr. Weitzel & Partner 
i 2 K Nov. 2003 




Anmelder 

SCHOTT GLAS et al. 








Endtbrufin: 





, 1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

13 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undADder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Bescheids 

II □ "Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuhert, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V El Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und de 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unteriagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 




25.02.2003 


21.11.2003i 
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Formblatt PCT4PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1^94) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP02y091 07 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weif sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-11 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-14 eingegangen am 04.09.2003 mit Schreiben vom 02.09.2003 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in de 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (r 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus der 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die sofche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Ben* 
beizufugen.) 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Juli 1999) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP02y091 07 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete FeststeMung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und c 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-15 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/1 PEA/ 409 (Jul! 1999) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP02/091 07 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Dokumente 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DINGER U ET AL: 'Mirror substrates for EUV lithography: progress in metrology 
and optical fabrication technology 1 SOFT X-RAY AND EUV IMAGING SYSTEMS, 
SAN DIEGO, CA, USA, 3-4 AUG. 2000, Bd. 4146, Seiten 35-46, XP008012781 
Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, 
SPIE-lnt. Soc. Opt. Eng, USA ISSN: 0277-786X 

D2: TONG W M ET AL: 'Mask substrate requirements and development for extreme 
ultraviolet lithography (EUVL)' 19TH ANNUAL SYMPOSIUM ON PHOTOMASK 
TECHNOLOGY, MONTEREY, CA, USA, 15-17 SEPT. 1999, Bd. 3873, pt.1-2, 
Seiten 421-428, XP000991487 Proceedings of the SPIE - The International 
Society for Optical Engineering, 1999, SPIE-lnt. Soc. Opt. Eng, USA ISSN: 0277- 
786X 

D3: MCKEOWN P A ET AL: 'Experiences in the precision machining of grazing 

incidence X-ray mirror substrates' LARGE OPTICS TECHNOLOGY, SAN DIEGO, 
CA, USA, 19-21 AUG. 1985, Bd. 571, Seiten 42-50, XP008012782 Proceedings 
of the SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1 986, USA ISSN: 
0277-786X 

D4: WO 02 099818 A (STACKLIES SIEGFRIED ;WElSER MARTIN (DE); DINGER 
UDO (DE); HAIDL MA) 12. Dezember2002 

2. Gegenstand der Anmeldung 

Anspruche 1-8 der Anmeldung definieren ein Substratmaterial fur rontgenoptische 
Komponenten, umfassend eine Glaskeramik mit Mikrokristalliten mit einer mittleren 
GroBe von <38nm, mit einer Warmeausdehnung von kleiner als 5 x 10~ 6 K"\ und mit 
einer Rauhigkeit im HSFR-Bereich von kleiner als Xp/SOrms. 
Als Glaskeramiken werden "Clearceram" (KristallitgroBe: 38nm) und "Keralite" 
(KristallitgroBe: 35nm) in der Beschreibung genannt. 

GemaB Anspruch 8 kann das Substrat ein Mehrschichtsystem (Mo/Si, Mo/Bi oder 
MoRu/Bi) tragen. 

In den Anspruchen 9-11 werden rontgenoptische Komponente definiert. Anspruch 12 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP02/091 07 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



clefiniert ein Verfahren des Substratmaterials durch Superpolieren und 
Strahlbearbeiten, und Anspruche 13 und 14 definieren die Verwendung des 
Substratmaterials. 

3. Neuheit 

D1 (siehe insbesondere Seiten 38, 44 und 45) beschreibt ein Substratmaterial 
umfassend eine Glaskeramik mit den gleichen Eigenschaften (Warmeausdehnung, 
Rauhigkeit) und mit der gleichen Verwendung und Herstellung ais in der Anmeldung. 
In D1 wird als Glaskeramisches Material "Zerodur" verwendet, daB eine KristallitgroBe 
von 50 nm aufweist. 

D2 und D3 beschreiben eine ahnliche Stand der Technik. 

Der Gegenstand der Anspruche 1-14 unterscheidet sich von D1 - D3 in der 
KristallitgroBe der Glaskeramik (<;38nm start 50nm), und ist deswegen neu. 

4. Erfinderische Tatigkeit 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen werden, 
daB die teilkristalline Glaskeramik mit KristallitgroBen 2>50nm nach dem abschlieBenden 
Strahlbearbeitungsverfahren zu groBe Rauheitswerte im HSFR-Bereich aufweist. 
Diese Aufgabe wird dadurch auf nicht-naheliegender Weise gelost, daB eine 
Glaskeramik mit Mikrokristalliten mit einer mittleren GroBe von <38nm benutzt wird. 
Die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der Anspruche 1-14 wird deswegen 
anerkannt. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



12 

Patentanspriiche 

Substratmateriaj fur rgntgenoptische Komponenten fur Rontgenstrahlen der 
Wellenlange A R awfetsseod ^ 

emeXiiasKerariiiK nm t?mer Glasphase aus amorphem Material und einer 
Kristallphase, umfassend Mikrokristallite, wobei das amorphe Material 
positive Warmeausdehnung und die Mikrokristallite negative 
Warmeausdehnung aufweisen und das stochjometrische Verhaltnis von 
Kristall zu Glasphase derart eingestellt wird, daS der Betrag der 
Warmeausdehnung a der Glaskeramik in einem Temperaturbereich von 
20° C bis 100° C < 5 x 1CT 6 KT\ insbesondere <1x10" 6 IC 1 ist, woboi 
die mittlere GroGe der Mikrokristallite < 4 Au/Tnobooondcro ^ 2 A K ^ 1 
hgvrnrriint < An hpsnnrtpr^ frvnmigt < AftZjOSDaSQCufeia < M? iS t? 
■ ^a^rc^G^onngQiohhot, da& 

das Substratmaterial nach einer Oberflachenbearbeitung eine Rauhigkeit 
im High Spatial Frequency (HSFR)-Bereich < A R / 30 rms, bevorzugt < Ar/ 
50 mis, insbesondere bevorzugt < Ar/ 1 00 rms aufweist 

Subotratmatorial gemaS Anspruoh 1, dadurch gekonnzoichnat, da ft — 
die Well e nlange der Rontgenstrah le n im Boroich Ar von 10 — 30 nm Kegfe 



Substratmaterial gemaS /sinom dof Anspruch^ 1 dadurch 
gekennzeichnet, dali . 

nach einer Oberflachenbearbeitung der Fehler im niedrigen 
Ortsfrequenzbereich im Bereich A R /50 - A R /100 rms liegt. 

A- 3. Substratmaterial gemaR einem der Anspruche 1 bisJf, dadurch 
gekennzeichnet, daB 

nach einer Oberflachenbearbeitung der Fehler im mittleren 
Ortsfrequenzbereich (MSFR) im Bereich A R /50 - Ar/100 rms liegt. 



P 15413WO 
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J5\ 4-. Substratmaterial nach einem der Anspruche 1 bis A, dadurch 
gekennzeichnet, dafc 

bei der Oberflachenbearbeitung des Substratrnateriais zunachst die 
Oberflache der rontgenoptischen Komponente superpoliert und daran 
anschlieRend die Oberflache mit einem Strahlbearbeitungsverfahren 
weiterbearbeitet wird. 

jy. S. Substratmaterial gemaB einem der Anspruche 1 bis^, dadurch 
gekennzeichnet, dafi 

das Substratmaterial ein Substratmaterial fur eine Retikelmaske fur die 
EUV-Lithographie isL 

k 

Jf. 6>. Substratmaterial gemaS einem der Anspruche 1 bis-^87 dadurch 
gekennzeichnet, daft 

das Substratmaterial ein Substratmaterial fur einen normal incidence 
Spiegel ist, wobei auf das Substratmaterial ein Mehrschichtsystem mit einer 
VielzaM von Schichten mit hoher Reflektivitat im Rontgenbereich bei nicht- 
streifendem Dnfall aufgebracht wird. 

Sr. L Substratmaterial gemaS Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB 
der Spiegel eine aspharische Form aufweist 

0. &. Substratmaterial gemaB Anspruch 7 oderS, dadurch gekennzeichnet, daS 
auf das Substratmaterial ein Mehrschichtsystem umfassend 40 - 200 
Schichtpaare bestehend aus einem der nachfolgenden Materialien 
Mo/Si 
Mo/Bi 
MoRu/Be 
aufgebracht wird. 



P 1541 3WO 
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Q yd. Rontgenoptische Komponente, dadurch gekennezeichent, dass sie 
ein Substratmaterial gemaS einem der Anspriiche 1 bisJ9 urnfasst. 

y^O Vt- Rontgenoptische Komponente gernaS Anspruch 1^), dadurch 

gekennzeichnet, dass die rontgenoptische Komponente ein normal 
incidence Spiegel oder ein grazing incidence Spiegel ist 

AA %2. Rontgenoptische Komponente gemaB Anspruch ;J0, dadurch 

gekennzeichnet, dass die rontgenoptische Komponente eine Retikelmaske 
ist. 



Verfahren zur Herstellung eines Substratmaterials fur eine rontgenoptische 
Komponente fur Rontgenstrahlen der Wellenlange Ar, wobei das 
Substratmaterial eine Glaskeramik ist und das Verfahren folgende Schritte 
^ urnfasst 

die Oberflache des Substratmaterials wird superpoliert bis eine High Spatial 
Frequency Roughness (HSFR ) < A R /30 rms, bevorzugt < A R / 50 rms, 
Q besonders bevorzugt < Ar/100 rms erreicht wird; 

3<3.2 anschlieBend wird die Oberflache mit einem Strahlbearbeitungsverfahren 
weiterbearbeitet, bis der Fehler im niedrigen Ortsfrequenzbereich A R /50 - 
Ar/100 mris und der Fehler im mittleren Ortsfrequenzbereich (MSFR) im 
Bereich Ar/50 - Ar/100 rms liegt wobei die High Spatrial Frequency 
Roughness (HSFR) < A R /30 rms, bevorzugt A R /50 rms, besonders 
bevorzugt < A R /100 rms erhalten wird. 

M- Verwendung eines Substratmaterials fur rontgenoptische Komponenten 
gemafc einem der AnsprQche 1 bisJ9 in einem EUV-Projektionssystem 
umfassend ein Beleuchtungssystem und eiri Projektionsobjektiv. 

JS. Venwendung eines Substratmaterials fur rontgenoptische Komponente 

gemaE einem der AnsprQche 1 bis 2 in einem der nachfolgenden Gebiete: 



der Rontgenmikroskopie 
der Rontgenastronomie 
der Rontgenspektroskopie. 



